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(54) Title:
METHOD

SEMICONDUCTOR COMPONENT WITH TRENCH INSULATION AND CORRESPONDING PRODUCTION

(54) Bezeichnung: HALBLEITERBAUELEMENT MIT GRABENISOLIERUNG SOWIE ZUGEHORIGES HERSTELLUNGS-

VERFAHREN
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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component with trench insulation and corresponding production method.
A trench insulation (STI, TTI) comprises a deep insulation trench with a covering insulation layer (10, 11), a lateral wall insulation
layer (6) and an electrically-conducting filler layer (7), electrically connected in a base region of the trench with a given doped region
& (1) of the semiconductor substrate. According to the invention, the electrical screening properties can be improved with reduced
& spatial requirement, by the use of a trench contact (DTC), comprising a deep contact trench with a lateral wall insulation layer (6)
and an electrically-conducting filler layer (7) which is in electrical contact with the given doped region (1) of the semiconductor

substrate in a base region of the contact trench.
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—  vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden  Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen  kiirzungen wird auf die Erklirungen ("Guidance Notes on Co-
eintreffen des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der

PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement mit Grabenisolierung sowie einzugehdriges Herstellungs-
verfahren, wobei eine Grabenisolierung (STI, TTI) einentiefen Isolationsgraben mit einer Abdeckisolationsschicht (10, 11), einer
Seitenwand-Isolationsschicht (6) und einer elektrisch leitenden Fiillschicht (7) aufweist,die in einem Bodenbereich des Grabens mit
einem vorbestimmten Dotiergebiet(1) des Halbleitersubstrats elektrisch in Verbindung steht. Durch die Verwendungeines Graben-
kontakts (DTC), der einen tiefen Kontaktgraben mit einer Seitenwand-Isolationsschicht (6) und einer elektrisch leitenden Fiillschicht
(7) auf-weist, die ebenfalls in einem Bodenbereich des Kontaktgrabens mit dem vorbestimmten Dotiergebiet (1) des Halbleitersub-
strats elektrisch in Verbindung steht,kdnnen die elektrischen Abschirmeigenschaften bei verringertem Fldchenbedarfverbessert wer-
den.



